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Wynalazek dotyczy odzyskiwania dwu¬
tlenku siarki z mieszanin gazowych przez
absorpcję w cieczy chłonnej, złożonej z
wody i jednej albo kilku zasad organicz¬
nych, np, aniliny, pirydyny, chinoliny albo
surowej ksylidyny, otrzymanej przez re¬
dukcję nitro - ksylenu i następujące potem
odpędzanie, Skuteczność zregenerowanego
roztworu zwykle maleje stopniowo wskutek
gromadzenia się w nim kwasu siarkowego,
pochodzącego z gazów lub z utlenienia
części dwutlenku siarki. Kwas siarkowy
jest prawdopodobnie luźno związany z za¬
sadą albo zasadami organicznymi.

Proponowano już dodawanie do cieczy
chłonnej tlenków, wodorotlenków, węgla¬

nów lub siarczynów potasowców, amonu
lub magnezu, które rozkładają siarczany
zasad organicznych na wolne zasady orga¬
niczne i siarczany nieorganiczne, rozpusz¬
czalne w wodzie, oraz usuwanie siarczanów
nieorganicznych bądź to przez krystaliza¬
cję, bądź też przez odciąganie wodnego
roztworu lub jego części i zastępowanie go
w całości lub częściowo wodą.

Usuwanie niepożądanego kwasu siarko¬
wego z cieczy pochłaniających, złożonych
z wody i jednej lub kilku zasad organicz¬
nych, można uskuteczniać również traktu¬
jąc ciecz, która zawiera znaczne ilości roz¬
puszczonego dwutlenku siarki, związkiem
wapnia. Kwas siarkowy zostaje przy tym



śtrącóciy W fto&iaci siarczanu wapniowego i
można go usunąć przez odsączenie.

Według wynalazku traktowanie wap¬
nem lub innymi związkalhŁ wapnia usku¬
tecznia się w obecności siartzknów roz,-(
puszczalnych, które same ftie wywierają
szkodliwego wpływu iraswłaściwości ab-
sorpcyjife^SiiaB^^i^dolność regenerowania
się cieczy chłonnej. Odpowiednimi siar¬
czanami rozpuszczalnymi są słasczan sodo¬
wy, potasowy i amonowy. ZawartoS^sfctr-
czanu można ofrżyfaiaG zobojętniając wy¬
tworzony na początku kwas siarkowy od¬
powiednią zasadą, np. węglanem sodowym,
wodorotlenkiem sodowym lub amonowym,
aż do osiągnięcia żądanego stężenia siar-
czanii W cieczy krążącej. Można również
dodawać odpowiedniego siarczanu do po¬
czątkowej mieszaniny albo też do jej czę¬
ści, którą po użyciu w urządzeniu podda¬
je się specjalnej obróbce w ććlu usunięcia
wolnego kwasu siarkowego.

Ilość siarczanu rozpuszczalnego można
zmieniać w szerokich granicach, lecz ko¬
rzystna jest takk itóść, fcrzy której za po¬
mocą obróbki drobnej części roztworu moż-

* nasunąć ,w postaci siarczanu wapniowego
taką ilość^sii^czanu, która jest równoważna
zawartości wolnego kwasu siarkowego w
całej cieczy. Podczas zawracania tej drob¬
nej części do głównej masy roztworu cała
ilość wolnego kwasu siarkowego zostaje zo¬
bojętniona. Środowisko wodne powinno za¬
wierać siarczanu obojętnego co najmniej
50 g w litrze.

W celu usuwania kwasu siarkowego
można obrabiać środowisko wodne w obec¬
ności zasad organicznych, lecz o wiele ko¬
rzystniej jest — ze względu na łatwość po¬
stępowania oraz obniżenie strat cennych
zasad organicznych — oddzielać środowi¬
sko wodne przed obróbką. A zatem zgodnie
z wynalazkiem ciecz, której użyto do po¬
chłaniania S02 z mieszaniny gazowej, roz¬
dziela się na warstwę wodną i warstwę za¬
sady organicznej przez odpędzenie dwu¬

tlenku siarki zawartego w tej cieczy, na¬
stępnie warstwę wodną albo jej część w
obecności znacznych ilości rozpuszczonego
dwutlenku siarki i siarczanu rozpuszczalne-

K go traktuje się związkiem wapniowym lub
^wiązkami wapniowymi, zdolnymi do strą¬
cenia siarczanu Wapniowego.

Strącanie siarczanu wapniowego najle¬
piej jest uskuteczniać w temperaturze w
prajljbliżeniu pokojowej, chociaż można

; .stpsować również wyższe temperatury pod
* Warunkiem, by roztwór nie tracił zbyt wiele
dwutlenku siarki.

Wolny kwas siarkowy może się groma¬
dzić do pewnej żądanej ilości, można na
przykład pozwolić ńa osiągnięcie zawar¬
tości 10 g w litrze przed rozpoczęciem u-
suwania. Najlepiej jest jednak utrzymy¬
wać ilość wolnego kwasu siarkowego około
0 albo na wartości zupełnie niskiej, np.
0,25 g w litrze, gdyż przy większych stęże¬
niach kwasu siarkowego wydajność zabiegu
pochłaniania i regeneracji dwutlenku siarki
maleje i konieczną się staje obróbka znacz¬
nie większej części cieczy W celu doprowa¬
dzenia z powrotem cieczy krążącej do
punktu w przybliżeniu obojętnego.

Przykład. Pochłanianie S02 wykony¬
wa się przy użyciu pochłaniacza złożonego
z mieszaniny zasady organicznej oraz wod¬
nego roztworu siarczanu sodowego, zawie¬
rającego 100 g A^a^S04 w litrze, i prowadzi
tak długo, aż zawartość wolnego kwasu
siarkowego w środowisku wodnym wzroś¬
nie do 5 g w litrze. Całkowita ilość krążą¬
cego środowiska wodnego wynosi 20 m3.
Z tego 5 m3 odciąga się z układu po zabiegu
regeneracji i traktuje stężonym S02 tak,
żeby ciecz zawierała do 120 g S02 w litrze.
Otrzymaną ciecz traktuje się następnie w
temperaturze pokojowej 100 kg węglanu
wapnia w postaci papki wodnej, strącając
w ten sposób w postaci gipsu ilość rodnika
siarczanowego równoważną ilości wolnego
kwasu siarkowego w całej masie pochłania¬
cza. Strącony siarczan wapnia usuwa się



przez odsączenie i przesącz zawraca do
głównej masy pochłaniacza, w którym za¬
wartość wolnego kwasu siarkowego zostaje
w ten sposób obniżona do 0.

Zastrzeżenia patent o \\c e.A. ^ "

1. Sposób odzyskiwania dwutlenku
siarki z mieszanin gazowych przez absorp¬
cję w cieczy chłonnej, złożonej z ^s*dy i
jednej albo kilku zasad organicznych, orąz^
następujące potem odpędzanie z zastoso¬
waniem związków wapnia do usuwania
wolnego kwasu siarkowego z regenerowanej
cieczy chłonnej, znamienny tym, że ciecz
użytą do pochłaniania S02 z mieszaniny
gazowej rozdziela się na warstwę wodną i
warstwę zasady organicznej przez odpę¬
dzanie dwutleku siarki, po czym warstwę
wodną albo jej część traktuje się związ¬
kiem wapniowym lub związkami wapniowy¬
mi, zdolnymi do strącania siarczanu wap¬

niowego w obecności dwutlenku siarki, roz¬
puszczonego w ilości co najmniej 100 g na
litr, oraz rozpuszczalnego siarczanu w ilo¬
ści co najmniej 150 g w litrze.

2. Sposób według zastrz. 1, znamienny
tym, że małą część warstwy wodnej traktu¬
je się taką ilością związku lub związków
wapnia, że strąca się ij0(^^arczanu wap¬
niowego, równoważną ilości wolnego kwasu
siarkowego, zawartego w całej masie cieczy
d£ł«mnej, po czym osad usuwa się, a prze¬
sącz dodaje się z powrotem do głównej ma¬
sy cieczy.

3. Sposób według zastrz. 1 — 2, zna¬
mienny tym, że stężenie kwasu siarkowego
w krążącej cieczy utrzymuje się poniżej
0,25 g W litrze.

Imperial Chemical
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rzecznik patentowy.
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